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ダイヤモンドは、極めて高い電子及び正孔の移動度、熱伝導率、そして絶縁破壊電界を持つこ

とから、次々世代パワーデバイス材料として期待されている。本講演では、現状の半導体ダイヤ

モンドに関する研究開発状況について概説し、我々の研究成果である高速成長を用いた半導体ダ

イヤモンドウェハと炭素固溶を用いたダイヤモンドならではのエッチングプロセス[1,2]、そして

原子レベルの表面・界面構造制御[3,4]を基軸とした反転層チャネルダイヤモンド MOSFET[5-8]に

ついて紹介する。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fig. 1. CVD Diamond wafers   
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Fig. 2. Diamond etching based on 

carbon-solid solution into nickel 

Fig. 3. Correlation between μFE and Dit 

for Inversion channel diamond MOSFET 
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